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ΔR (%) @ T = 4K

R1 N+ 49.76

R2 N+ 2.88

R2 P+ 58.07

R3 P+ 54.19

R4 P+ 12.99

Qbits (4 K) Electrónica de 

control  (300 K)

Integrar en el mismo entorno criogénico los 

qubits y la electrónica de control e I/O es el 

objetivo de implementación de computadores 

cuánticos. para implementar una tecnología 

Cryo-CMOS, es necesario crear modelos que 

lleguen a unos pocos K [1,2]
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1. SMU

2. Enfriador criogénico

3. Bomba de vacío

4. PCB de muestra

Precisión: ~ 𝑚𝐾; ~ 𝑓𝐴

➢ ΔR (%) @ T = 4K muy variado. Función de dimensiones y material elegido.

➢ Para 𝛼 ≷0, ajuste lineal solo es válido si T>70 K. Si T<70 K se necesitan órdenes superiores. 

❖Curvas I-V @ T=[4 K,…, 300 K] 
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❖ El coeficiente 𝛼 sirve 

como figura de mérito

𝛼 =
𝑑𝑅

𝑑𝑇

❖Las curvas a 300 K y a 4 K 

muestran los resultados 

más significativos

❖ El ajuste se realiza de 

forma gráfica e iterativa
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